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n Introduccion a la DVB-H

INTRODUCCION

BVEIH

HANDHELD




n Caracteristicas del Receptor DVB-H

DVB-H (Digital Video Broadcasting—Handheld)

INTRODUCCION

DVB-H es una adaptacion del estandar DVB-T
a las exigencias de |los terminales moviles
 Baterias = Optimizar consumo de energia

* Antenas pequenas = Mejorar la recepcion
*» Resolucién - Adaptar la calidad de/la sefal

Estandar exige otras caracteristicas'del
receptor DVB-H

*» Emisor — senal —=Receptor: Apagado total o parcial
“»'Receptor en movimiento > Cambiar emisor

“* Integracion - Escalabilidad y flexibilidad

¢ Cobertura mundial




INTRODUCCION

DVB-H

Banda de trabajo UHF: 470 — 862 MHz
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n Objetivo

Objetivo:
desarrollo de un mezclador en tecnologia SiGe 0.35 um
= para un receptor basado en el estandar DVB-H

*» Se engloba dentro de otro proyecto de mayor
envergadura desarrollado por el IUMA: RECITAL

Caracteristicas del mezclador

svBanda,de frecuenciaz47.0'—862MHz
«* Ancho de banda de canal: 8MHz

s Frecuencias de LO: 470 — 862MHz
s Ganancia: 12 DB

* |IP3: 8 DBM

*» Figura de:ruido’(NF): 13 DB

s Tension de alimentacion: 3.3V

*» Optimizararea

s Optimizarpotencia
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Tecnologia S35D4 de AMS

TMET

NPN121 PNOS CMmim

CPOLY _

I\ Tecnologia

TECNOLOGIA Thioketal | | * 4 niveles metal
S35D4

Activos

*» Bipolares

v MOSFET

Pasivos

% Resistencias

** Bobinas

+* Condensadores




n Componentes pasivos

Resistencia Condensador Bobina

gy

&
Metal {'

islante

TECNOLOGIA
S35D4




Componentes activos

MOSFET Bipolar (HBT)

Base (SiGe)
Emisor (paly)

TECNOLOGIA
S35D4







n Mezclador de frecuencias

Funcion:

Sumar (Up-conv) o restar (Down-conv) a la banda de
frecuencias de la senal de entrada Vrf un valor de frecuencia
constante Vlo para obtener una senal centrada en la frecuencia
intermedia If sin modificar las caracteristicas de la seial

TEORIA DE
MEZCLADORES

Vlio Vrf
70K 100K




n Receptor de conversion directa

Sintetizador de
oscilador local

F. banda

TEORIA DE
MEZCLADORES

s Antena recibe |la senal

s Filtro banda de interés

*» Amplificacion LNA

s Mezcla a la mismafrec

s Frecuencia |F nula

*» Amplificaciony filtro
paso bajo

s Conversor A/D




n Parametros del mezclador (Ganancia)

Ganancia de conversion:
Determina la relacion entre amplitudes de la seinal de salida y la
de entrada

Vsatida G(dB) = 2 Olog( Vsatida )

TEORIA DE
MEZCLADORES




n Parametros del mezclador (Ruido)

Ruido:

Cualquier interferencia aleatoria no relacionada con la sefnal de
interes

TEORIA DE
MEZCLADORES

NF =10 - log(F)




n Parametros del mezclador (Linealidad)

Sistema lineal

TEORIA DE
MEZCLADORES




n Parametros del mezclador (Linealidad)

IP3:

Determina la degradacion de la senal debido a los productos de
intermodulacion

Pmln}a{ dBm )

A
OI1P3
TEORIA DE Potencia de la sefial

MEZCLADORES principal \‘

~ Potencia de IM
(IIM3)

’ P\'ultud.a( dBm )
1pP3

20log(A4,,)




n Parametros del mezclador (otros)

Rango dinamico:
Diferencia entre los valores minimo y maximo de senal que se
pueden aplicar al sistema.

TEORIA DE
MEZCLADORES

Aislamiento:

Representa la cantidad de
fugarespasoerdersenalientre los Vrf
distintos puertos
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DISENO DEL
ESQUEMATICO

Diseno del esquematico

Diseno del esquematico

s Diseno en ADS. Librerias Primlib

*» Receptor ZERO - |F

s> Mezclador activo doblemente
balanceado: Célula de Gilbert

Dos mezcladores
s* Asimétrico — Diferencial
+* Diferencial — Diferencial

Célula de Gilbert

s Estructura diferencial

s Buen aislamientoRF - LO
 Alta ganancia de conversion



Celula de Gilbert

é% Tw

——salida al buffer—— ——salidaal buffer——
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n Célula de Gilbert

Tiras'multiples simulaciones de circuitos basados en la célula
de Gilbert se modifica el objetivo:

s Consequir un diseno medible
s* Tener libertad a la hora de medir el circuito

*» Mantener los valores especificados
* Ganancia: 12 DB
“ |IP3: 8 DBM
¢ Figura de ruido (NF): 13 DB
% Banda de frecuencias: 470 — 862MHz
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Linealidad |
J




n Circuito final A-D
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Pads de conexion

DISENO DEL
ESQUEMATICO




Adaptacion del puerto de Rf

m7 m6

freq=666.0MHz freq=666.0MHz
S(1,1)=0.144 / -70.867 vswr_rf1=1.337
impedance = Z0 * (1.057 - j0.295)

. [elg] vswr_rf1=vswr(S(1,1))
DISENO DEL
ESQUEMATICO

m6

freq (0.0000Hz to 1.000GHz) freq, GHz




DISENO DEL
ESQUEMATICO

Adaptacion del puerto de Lo

m3

freq=830.0MHz
S(3,3)=0.021/-113.631
impedance = Z0 * (0.982 - j0.038)

DC-Bloc

_<

freq (0.0000Hz to 1.000GHz)

S21=dbpolar(-3,0)
S31=dbpolar(-3,180)

vswr_lo1

m1
freq=662.0MHz
vswr_lo1=1.036

=ela] vswr_lo1=vswr(S(3,3))

_\
o
T




Adaptacion del puerto de If

m5 m1

freq=6.000MHz freq=4.000MHz
S(5,5)=0.011/174.771 vswr_if1=1.021
impedance = Z0 * (0.979 +j0.002) -

=elgl vswr_if1=vswr(S(5,5))

DISENO DEL
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1.10
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1.00|

freq (0.0000Hz to 1.000GHz)




Parametros: Ganancia e IP3

* En funcion de |la potencia del oscilador local
> En funcion de la corriente de polarizacion

Ganancia de conversién vs Potencia LO Ganancia de conversion vs Rbias

DISENO DEL
ESQUEMATICO

Ganancia (dB)
Ganancia (dB)
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Parametros: Ganancia e IP3

> En funcion de |la tension de polarizacion Vlo

Ganancia de conversion vs Vlo Ganancia, linealidad vs Vlo

DISENO DEL
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n Parametros: Ganancia e IP3

* En funcion de la resistencia de carga Rcc
s En funcion del area de los transistores

Ganancia y linealidad VS Rcc (zoom)

DISENO DEL
ESQUEMATICO
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Area de los transistores

GANAINUCIA

12.012

TJ.00

14.391
14.778
15.027
15.200
15.329
15.429
15.508
15.573

2
3
4
5
6
7
8
9

DISENO DEL

ESQUEMATICO 15.627
15.673

15.713
15.747
15.778
15.804
15.828
15.850
15.869
15.887
15.903
15.918
15.931
15.943




Potencia de entrada

IP3 en funcién de la potencia de RF

—u— Salida deseada
—e— Prod intermodulaciéon
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NEdsb
20.269 23.709

Figura de ruido para la banda de frecuencias de trabajo
25
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n Ganancia y Linealidad en la banda

Ganancia y linealidad en la banda de frecuencias
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DISENO DEL
ESQUEMATICO

Resumen mezclador A-D

Valores de los

componentes

Resultados obtenidos

Componente

Valor final

Parametro

Resultado obtenido

Area Transistores

QRFI > QRFZ, QREF

1 pm2

Ganancia de conversion (dB)

15.012

Qrot QLoz, QLoa, Qros

11 pm?

IIP3 (dBm)

17.321

QBUFF1’ QBUFFZ, QBUFF3, QBUFF4

5 pm2

OIP3 (dBm)

32.333

Valor de Resistencias

Figura de ruido (dB) (SSB)

23.709

RBIAS

3.95 KQ

Figura de ruido (dB) (DSB)

20.269

R'DRZ

3KQ

RRFl

40Q

Corriente de polarizacion (pA)

463

1{LOL 1{LOS

70 Q2

Potencia consumida (mW)

4.5 (mix) + 33 (buffer)

RLOZ

35Q

Rei Re

1.3 KQ

I{DEG

200 ©

Valor de Condensadores

10 pF

200 fF

CDEG

500 fF

Fuentes de tension

VREF’ VDD

VBUFF

VLO




Circuito final D-D

(G
IF_port +

QBUFFI

QBUFFZ
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DISENO DEL
ESQUEMATICO

Resumen mezclador D-D

Valores de los
componentes

Resultados obtenidos

Componente

Valor final

Area Transistores

Parametro

Resultado obtenido

QRFl) QRFZ, QREF

1 um?

Ganancia de conversion (dB)

18.666

Qrot> Qroz, Quos, Qros

4 um?

IIP3 (dBm)

16.579

QBUFFD QBUFFZ, QBUFF3, QBUFF4

5 um?

Valor de Resistencias

OIP3 (dBm)

35.245

RBIAS

4.3 KQ

Figura de ruido (dB) (SSB)

21.346

Rla RZ

3KQ

Figura de ruido (dB) (DSB)

17.893

RRFl

40Q

RLOl, RLO3

70 Q

Corriente de polarizacion (nA)

429

1‘LOZ

35Q

Potencia consumida (mW)

4.15 (mix) + 33 (buffr)

RC1’ RCZ

1.45 KQ

Valor de Condensadores

G

10pF

Fuentes de tension

VREF: VDD

VBUFF

Vio







Layout del mezclador

-
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Layout del nucleo
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n Resultados

Simulaciones Post — Layout
*» Tipical mean
s Worst case

Resultados Worst — Case
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n Analisis de esquinas

Analisis de corners

s Exponer al circuito a condiciones extremas de
funcionamiento:r, c, trt y temperatura (0-25-85)

s Dispositivo responde muy bien ante variaciones

*» No de |la temperatura

% 4MHz, |20.6dB I
L [ T T T T T T T T T T T T T ]

DISENO DEL
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Setup de medida

Setup de medida

GENERADOR DE SENAL OL
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n Setup de medida

Setup para medir el ruido

MEDIDAS DEL
MEZCLADOR




Resultado de las medidas

Medida de la ganancia y el ruido en toda la banda
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Setup de medida para

FUENTE DE ALIMENTACION
GENERADOR DE SENAL OL e
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Resultado de las medidas (IP3)

Medida del punto de compresion a 1dB
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MEZCLADOR

IP3 =P1db + 9.6 = -15.89




n Solucion del error

Anillo de masa

Contactos al sustrato ===

&

guit

QBurr4

I

MEDIDAS DEL Solucion: Simular el error
MEZCLADOR

Se estima una resistencia de 300 teniendo en cuenta la distancia y las
caracteristicas del sustrato

IP3 =-16,44 dbm




Resultado de las medidas

Tabla de resultados

Sim Cadence

Parametro Sim Cadence .
modificada

Ganancia (dB) . 13.9

IIP3 (dBm)

NF SSBpssj(dB) 23.709 [20.269]

S S Podemos concluir que los valores correctos podriamos tomarlos de la simulacion del
ADS




CONCIEUSI@N




CONCLUSIONES

Conclusiones

» Hemos realizado dos disenos de mezcladores en tecnologia SiGe
0.35 para un receptor zero-if basado en el estandar dvb-h y los dos
cumplenlos objetivos planteados y son adecuados para la dvb-h.

» Hemos realizado un disefio a nivel esquematico en ADS con sus
simulaciones y a nivel layout en Cadence, obteniendo las
simulaciones post-layout. Sometimos al mezclador a un analisis de
esquinas comprobando sus funcionamiento en casos extremos.

- Hemos fabricado el componente y comprobado sus medidas,
concluyendo que,con,correctas.

 Hemos obtenido valores de ganancia, linealidad, ruido y consumo
comparables con mezcladores realizados por disefiadores.
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CONCLUSIONES

Conclusiones - comparativa

Mezcla dor Tecnolosia Vdd Consumo | Freq RF | FreqIF | Ganancia IP3 NF
g1 (mW) (GHz) (MHz) (dB) (dBm) | (dB)

Este
proyecto (A | SiGe 0.35um 0.666 15.01 17.32
-D)

Este
proyecto SiGe 0.35um 0.666 18.67 16.58
D-D)

Vincent 0.18um 3

Vojkan
Vidojkovic
2004

Sang

Heung Lee | SiGe 0.35um
2005

Steve Long 0. 35pm
1999 CMOS

Trabajo publicado en el..dcis celebrado en Sevilla en
noviembre del 2007

0.18um
CMOS

Trabajo aceptado en el dcis que se celebrara en noviembre
del 2008. Buenas criticas
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CONCLUSIONES

Conclusiones - Mejoras

Mejoras en el circuito y lineas de futuro

«» Corregir el error producido en |la conexion de
sustratos.

*» Diseno limitado por el setup: sustituir buffer de
salida por sonda activa: mejora consumo, area,
ruido, ganancia e Ip3. Se llegd a obtener un
mezclador dif-dif aplicando estas mejoras con
ganancia 17.5db, ip3 22dbm y nf 16db, sin estar
totalmente optimizado

s Instanciar fuente de corrienterde 11.5 umde la
tecnologia: mejora consumo, olvidamos la Rbias

XESIGEIRTERICY .. B isores de
tension: utilizar

Se descarta dobla

Se podria ver su re






Presupuesto

Descripcion Coste (€)

Cotes de recursos humanos 34272.00

Costes de Hardware 246,83

amortizacion Software 156,32
Costes de medida 295,82
Costes de fabricacion 480,00
Costes de redaccion 1810,72
SUBTOTAL 37261,69
IGIC (5%) 1863,08
TOTAL 39124,77

PRESUPUESTO
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